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ubiegajacej sig o stopien doktora habilitowanego

1. Informacje ogéine

Podstawg do przygotowania niniejszej opinii jest pismo z dnia 24 marca 2022r. od Pana
prof. dr hab. inz. Tomasza Stareckiego, Przewodniczgcego Rady Naukowej Dyscypliny
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej. W pismie tym,
prof. Tomasz Starecki informuje, ze decyzjg Rady Dyscypliny AEIE z dnia 22 marca 2022r.
zostatem powotany na recenzenta w postepowaniu habilitacyjnym dr inz. Alicji
Anuszkiewicz.

Opinie sporzadzitem na podstawie dostarczonych mi nastepujacych dokumentow:

1) kopii dyplomu nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki,

2) autoreferatu w jezyku polskim,

3) wykazu osiggnie¢ naukowych albo artystycznych, stanowigcych znaczny wktad
w rozwoj okreslonej dyscypliny,

4) kopii opublikowanych prac naukowych stanowigcych monotematyczny cykl
publikaciji,

5) oswiadczenia wspotautoréw opublikowanych prac naukowych.

1. Charakterystyka ogélna

Doktor inz. Alicja Anuszkiewicz w 2007r. ukoAczyla studia wyzsze na Wydziale
Podstawowych Probleméw Techniki Politechniki Wroctawskiej i uzyskata dyplom magistra
inzyniera. Stopien doktora nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka, uzyskata w 2012r. na tym
samym wydziale Politechniki Wroctawskie;.
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Rozprawa doktorska pt. ,Metrologiczne wiasciwosci polaryzacyjnych siatek dfugo-
okresowych wytworzonych w $wiattowodach mikrostrukturalnych” zostata przygotowana
pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. inz. Wactawa Urbarczyka.

Habilitantka od pazdziernika 2012r. do wrzesnia 2016r. byta zatrudniona na Wydziale
Podstawowych Probleméw Techniki Politechniki Wroctawskiej jako asystent, a od
pazdziernika 2016r. do lutego 2017r. na stanowisku adiunkta.

Od marca 2017r. pracuje w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki — SBL jako gtéwny
specjalista, a od marca 2019r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej jako adiunkt.

Od lipca 2017r. jest wolontariuszem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Ocena osiagniecia naukowego, przedstawionego w zwigzku z ubieganiem
sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Jako osiggniecie naukowe, w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z dnia 1 marca 2021 r.)., bedgce podstawg do
wszczecia i przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr inz. Alicja Anuszkiewicz
przedstawita cykl 9 publikacji powigzanych tematycznie ,Metody ksztaftowania
wfasciwosci swiatlowodow i komponentéw optycznych’.

Wszystkie prace sg wieloautorskie i zostaty opublikowane w czasopismach z listy JCR
o sumarycznym wskazniku Impact Factor (IF) rwnym 29,546.

W przedstawionym cyklu artykutéw Kandydatka jest pierwszym wspotautorem w trzech
pracach [2, 4, 5], natomiast w szeSciu pracach jest drugim wspétautorem. Udziat
Habilitantki w poszczegélnych publikacjach cyklu jest rézny. W jednej publikacji [A5] wynosi
60%, w pracy [A2] 45%, dwéch publikacjach [A3] i [A8] wynosi po 35%, w dwoch [A1] i [A4]
po 33%, w kolejnych trzech [A6], [A7] i [A9] po 30%. Taki udziat procentowy Habilitantki
w ww. pracach wynika przede wszystkim z interdyscyplinarnego charakteru prac.

Biorgc pod uwage liczbe wspétautoréw i udziat procentowy Habilitantki w opracowaniu
ww. prac nalezy uznac, ze jest on dominujacy.

Tematyka cyklu publikacji dotyczy opracowania nowych rozwigzan w konstrukcji
Swiattlowodow i komponentow wioknistych.

Przedstawione do oceny prace dotycza dwoéch zasadniczych obszaréw badan:

1. metod ksztattowania wiasciwosci propagacyjnych swiattowodow [A1, A2]
(pierwsza metoda dotyczyla geometrycznego ksztattowania struktury widkna
optycznego, druga metoda polegata na wprowadzeniu cieczy do otworéw
widkna szklano-powietrznego, w metodzie trzeciej zastosowano innowacyjne
podejScie polegajace na zastosowaniu teorii medium efektywnego i
technologii nanostrukturyzacji),

2. weryfikacji witasciwosci widkien nanostrukturyzowanych i wykazania ich
unikatowych cech [A3-A9].

Ponizej zostanie oméwiony wktad Habilitantki w kazdy z ww. obszaréw badawczych.
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Ad. 1. Prace badawcze w zakresie metod ksztaltowania wiasciwosci propagacyjnych
Swiatlowodow.

Na szczegdlne podkreslenie w tym obszarze badawczym zastugujg nastepujgce
osiggniecia Habilitantki:

1

praca [A1] dotyczyta opracowania unikalnej koncepcji wtékna z obréconym
eliptycznym rdzeniem germanowym. W pracy przeanalizowano wplyw obrotu
rdzenia na dwojtomnos¢ fazowag i grupowg oraz na azymut gtdwnych osi
polaryzacyjnych w szerokim zakresie spektralnym.

Wkiad Autorki w te prace [33% przy 4. wspétautorach] dotyczyt gtownie:
przeprowadzenia pomiaréw dwdjtomnosci fazowej i grupowej oraz interpretac;ji
wynikow, opracowania metody pomiaru azymutu osi gtownych s$wiattowodu
z obréconym rdzeniem, oraz eksperymentalnej weryfikacji zjawiska dyspers;ji
gtéwnych osi polaryzacyjnych $wiattowodu.

osiggniecia przedstawione w pracy [A2] dotyczyty opracowania krzemionkowego
Swiattowodu fotonicznego z tzw. Sci$nietg mikrostrukturg i duzymi otworami
bocznymi (microstructured side-hole fiber - mSHF). Uzyskano podwyzszong
dwéjtomnos¢ (wzgledem prezentowanych w literaturze dla widkien tego rodzaju),
dwukrotnie wigkszg czutos¢ na ci$nienie hydrostatyczne i zmniejszong czuto$¢
na temperature.

Kluczowy udziat Habilitantki w tej pracy [45% przy 4. wspétautorach] polegat
na: opracowaniu metody pomiaru i eksperymentalnej weryfikacji gtéwnych
parametrow Swiattowodu (zakresu pracy jednomodowej, dwéjtomnosci fazowej
i grupowej oraz czutosci polarymetrycznej na ci$nienie i temperature).

Ad.2. Prace badawcze w zakresie weryfikacji wiasciwosci wiékien
nanostrukturyzowanych i wykazania ich unikatowych cech.

Osiagniecia w pracach [A3-A9], w tym wkiad dr inz. Alicji Anuszkiewicz:

3. gtéwne osiggniecia przedstawione w pracy [A3] dotyczyly opracowania koncepciji

i analiz numerycznych $wiattowodu mikrostrukturalnego z rdzeniem wypetnionym
toluenem oraz uzyskania generacji S.C. w zakresie 1,0 — 1,7 uym, w krétkich
odcinkach $wiattowodu (o dtugosci pojedynczych centymetréw). Konwersja mocy
jakg uzyskano siegata nawet 65% (dla wtdkna o dtugosci 1 cm) przy relatywnie
diugich impulsach (450 fs) o przecietnej mocy (3 nJ), a zatem przy
zmniejszonych wymaganiach dla lasera pompujacego.

Znaczgcy udziat Habilitantki w tej pracy [35% przy 7. wspétautorach] dotyczyt
przeprowadzenia analiz numerycznych (przy uzyciu programu Lumerical Mode
Solution) wtasciwosci propagacyjnych $wiattowodu z rdzeniem cieczowym, jego
optymalizacji pod katem zastosowania do generacji SC, a takze interpretaciji
wynikow.

do gtéwnych osiggnig¢ pracy [A4] nalezy zaliczy¢: opracowanie koncepcji
$wiattowodu z nanostruktyryzowanym rdzeniem o profilu parabolicznym, ktéra
umozliwia ksztaftowanie wiasciwo$ci propagacyjnych, a w szczegélnosci
charakterystyk modowych i dyspersji chromatyczne;.

Udziat dr inz. Alicji Anuszkiewicz w tym artykule [33% przy 8. wspoétautorach]
jest dominujgcy i dotyczyt weryfikacji koncepcji krzemionkowego $wiattowodu z
nanostrukturyzowanym rdzeniem o profilu parabolicznym (uzyskano zgodno$é
zmierzonych i obliczonych wtasciwosci swiattowodu nGRIN), wykazania, ze
wtékno  nGRIN  jest kompatybilne ze  standardowym  wiéknem
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telekomunikacyjnym. Ponadto, Autorka wykazata, ze dzigki parabolicznemu
profilowi wspétczynnika zatamania uzyskano szerszy zakres jednomodowosci.

5. gtéwne osiagniecia przedstawione w pracy [A5] dotyczyty wyznaczenia
rozktadow naprezen osiowych we wioknach nanostrukturalnych i wykazania, ze
majg one gtéwnie komponent termiczny, ponadto wykazano, ze naprezenia
osiowe nie majg praktycznego wplywu na warto$¢ i profil wspotczynnika
zatamania oraz na wtasciwosci propagacyjne widkien nGRIN.

Dominujgcy udziat Autorki w te prace [60% przy 5. wspotautorach] dotyczyt:
przeprowadzenia pomiaréw naprezen osiowych i profilu  wspotczynnika
zatamania w $wiattowodzie z rdzeniem nanostrukturalnym, wykazania, ze
naprezenia osiowe we wioknach nanostrukturalnych majg gtéwnie komponent
termiczny i nie wprowadzajg niekorzystnej zmiany wartosci wspotczynnika
zatamania.

6. nastepne dwie prace z cyklu [A6, A7] dotyczyly badan nad mozliwoscig
wytwarzania siatek Bragga w $wiattowodach typu nGRIN. Wykazano, ze mozliwe
jest wytwarzanie siatek Bragga w $wiattowodach z dyskretng domieszkg
germanu oraz, ze efektywno$¢ zapisu (gtebokos¢) siatki Bragga jest niemal
3-krotnie lepsza niz dla siatek na SMF-28. Przeprowadzone zostaty réwniez
badania wytworzonych siatek pod wzgledem czutosci na temperature,
naprezenia osiowe oraz czuto$¢ krzyzowa. Uzyskano takie same wartosci
czutosci na naprezenia dla siatek we widknie nGRIN jak i w SMF-28, natomiast
czuto$¢ na temperature siatek we widknie nGRIN byta o okoto 30% wyzsza niz
dla siatek w SMF-28. Czuto$¢ krzyzowa byta zaniedbywalnie mata.

Udziat Autorki w te prace [30% przy 8. wspdtautorach] dotyczyt
przeprowadzenia procesu fotouczulania $wiattowodow, wykonania i rejestracji
procesu zapisu siatek Bragga we wtéknach  nanostrukturyzowanych
i komercyjnych, opisu zjawisk zwigzanych z wigksza efektywnoscig zapisu siatek
Bragga wzgledem siatek uzyskanych we wtéknach referencyjnych.

7. badania opisane w pracy [8] dotyczyly zaprojektowania, wytworzenia,
a nastepnie przebadania nanostrukturyzowanych mikrokomponentéw fazowych
do generacji wiréw optycznych.

Znaczacy udziat Habilitantki w te prace [35% przy 6. wspotautorach]
dotyczyt opracowania koncepcji gradientowej plytki fazowej, eksperymentalnej
weryfikacji mozliwosci generacji wiru optycznego przez nanstruktyryzowang
ptytke fazowg oraz interpretacji i opracowania uzyskanych wynikow.

8. Ostatnia praca [9] z cyklu powigzanych tematycznie artykutow dotyczyta
zidentyfikowania problemu lokalizacji $wiatta w ptytkach nanostrukturyzowanych,
pokazania kilku metod rozwigzania problemu lokalizacji $wiatta oraz ograniczen
w generacji wirow przez ptytki nanostrukturyzowane.

Udziat dr inz. Alicji Anuszkiewicz w tym artykule [30% przy 6. wspotautorach]
dotyczyt: wykazania, ze dzigki nanostrukturyzacji mozliwe jest uzyskanie
nieliniowych azymutalnych profili wspotczynnika zatamania, ktére umozliwiajg
optymalizacje gradientowych piytek fazowych, analizy wptywu grubosci ptytek na
generacje wiru optycznego.
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Uzyskane przez Habilitantke wyniki badan sg bardzo wartosciowe, majg charakter
nowatorski, czego dowodem sg publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.

3. Ocena dorobku naukowego

Doktor inz. Alicja Anuszkiewicz przedstawita swojg dziatalno§¢ naukowag w autoreferacie
oraz w o$miu zatgcznikach.

Zauwaza sie znaczgco wiekszg aktywno$¢é naukowg Habilitantki po uzyskaniu stopnia
doktora. Habilitantka jest wspétautorem 43 publikacji w tym 30 prac po uzyskaniu stopnia
doktora (28 artykutéw zostato opublikowanych w czasopismach z bazy JCR, w tym 22 po
uzyskaniu doktoratu).

Nalezy podkresli¢, ze Habilitantka publikowata prace w liczacych sie czasopismach z
listy JCR takich jak: Appl. Nanosci., Appl. Phys. B, J. Optics, Lasers and Optics, Opt.
Commun., Optic Express, Opt. Lett., Opt. Mat. Express, Sci. Rep., Sensors.

Bardzo wazng miarg dorobku naukowego kazdego naukowca jest liczba cytowan jego
prac. Wedtug bazy Web of Science taczna liczba cytowan prac Pani A. Anuszkiewicz
wynosi 393. Liczba cytowan z wytgczeniem autocytowan jest réowna 340 (20.04.2022).
Indeks Hirscha h = 11. Srednia liczba cytowan przypadajaca na jedng prace wynosi 8,54.

Sumaryczny impact factor wedtug listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania: 73,768 (z czego publikacje 1.B1-1.B9: 29,546).

Biorac pod uwage, ww. wskazniki bibliometryczne uwazam, ze osiggniecia Kandydatki
i zespotdw z ktérymi wspodtpracowata sg imponujace.

Report
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Dziatalno$¢ naukowa dr inz. Alicji Anuszkiewicz jest bardzo dobrze spopularyzowana w
krajowych i miedzynarodowych $rodowiskach naukowych. Brata Ona aktywny udziat w 12.
krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych (10 wystapien ustnych i 2
plakaty). Wygtosita dwa referaty zaproszone na 13th NANOSMAT, Gdansk, Polska (2018),
oraz 20th International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON, Bukareszt,
Rumunia (2018). Tematyka konferencji dotyczyta obszaru zainteresowan naukowych
Kandydatki.
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O bardzo duzej aktywnosci naukowo-badawczej dr inz. Alicji Anuszkiewicz $wiadczy
rowniez udziat w pietnastu projektach badawczych (osiem projektéw jest realizowanych, a
siedem zakonczonych). Jest Ona kierownikiem projektu SONATA13 (UMO-2017-
26/ST7/01140) pt. ,Propagacja fali elektromagnetycznej w $wiattowodzie z wbudowanym
polem elektrycznym,” (2018-2022). W jedenastu projektach petnita role wykonawcy, a w
trzech — eksperta.

Jest wspotautorkg patentu (Patent Polski, Poland, nr 217208, 2014), oraz dwoéch
zgtoszen patentowych (polskiego PL - P.425320, 24.04.2018 oraz europejskiego EU -
EP18183655.2, 16.07.2018).

Doktor inz. Alicja Anuszkiewicz recenzowata artykuty w czasopismach:
v' Sensors (2 prace),
v Photonics Letters of Poland (2 prace),
v Optica Applicata (2 prace).

Kandydatka uzyskata:

v Swiadectwo badan Nr 1/12/WE-LTTiF/2019 — Badania parametréw transmisyjnych
kwarcowego S$wiatlowodu gradientowego z rdzeniem nanostrukturyzowanym
,NGRIN"

v Swiadectwo badan Nr 2/12/WE-LTTiF/2019 — Badania parametréw przemystowych
kwarcowego Swiattowodu gradientowego z rdzeniem nanostrukturyzowanym
,NGRIN”

4. Ocena dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej

Habilitantka byta promotorem siedmiu prac inzynierskich, dwéch prac magisterskich oraz
sprawowata opieke nad ponad 10. studentami i doktorantami.

Nalezy podkreslic, ze wychowankowie dr inz. Alicji Anuszkiewicz byli wyrézniani
prestizowymi nagrodami. Dyplomant, Dawid Zakrzewski z Politechniki Warszawskiej,
zdobyt nagrode |l stopnia w ogélnopolskim konkursie im. Profesora Adama Smolinskiego
na najlepszg prace z dziedziny optoelektroniki. Dyplomantka z Uniwersytetu
Warszawskiego otrzymata, na konferencji IEEE BICOP 2019, nagrode za najlepsza
studenckg prezentacje ustng. Kandydatka wspdlnie z doktorantem, Damianem Michalikiem
(UW) oraz mgr. inz. Piotrem Pucko (PW) otrzymata w 2021r. zespotowg Nagrode Ministra
Edukacji i Nauki za znaczgce osiagnigcia w zakresie dziatalno$ci naukowej.

Doktor inz. Alicja Anuszkiewicz byta zaangazowana w procesie dydaktycznym.
Prowadzita laboratoria z przedmiotow: Fizyka ogdélna, Optyka | - optyka geometryczna
i przyrzady optyczne, Optyka inzynierska, Podstawy Optyki Fizycznej, Pomiary Optyczne,
Swiattowody, Technologie optyczne, Podstawy Pomiaréw, Electrical and Computer
Engineering Laboratory, Circuits and Signals oraz Podstawy Techniki Swiattowodowe;.
Brata udziat w opracowaniu nowych przedmiotéw (Metrologia i Sensoryka Swiattowodowa,
Fotonika Swiattowodowa oraz Technika Swiattowodowa dla Inzynieréw) dla nowego
kierunku Elektronika i Fotonika na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej oraz w organizacji czesci ¢wiczen laboratoryjnych do tych
przedmiotow.
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Angazowata sig¢ réwniez w popularyzacji nauki. W latach 2012-2016 prowadzita wyktady
dla mtodziezy szkolnej nt. $wiattowodéw, w ramach Dolnoslgskiego Dnia Nauki. Wygtaszata
prezentacje dla studentéw inzynierii materiatowej (2018-2020) zwigzane z technologiami
szkiet i Swiatlowodéw. W 2021 roku, w ramach Fotonicznego Eventu Edukacyjnego,
przedstawita dla mfodziezy z klas maturalnych perspektywy rozwoju w dziedzinie fotoniki.

Byta cztonkiem:
v" SPIE student chapter — studenckiego oddziatu kota naukowego SPIE
(petnita funkcje sekretarza (2007-2008), prezydenta — 2009 i wiceprezydenta —
2010). Reprezentowata oddziat na corocznym SPIE Students Chapter Meeting.
v" Optical Society of America — cztonek w latach 2010-2011, 2017-2018.

Pani dr inz. Alicja Anuszkiewicz odbyta krétkoterminowe staze w:
v" Technical University of Ostrava, Czechy, 20-25 pazdziernika 2008 roku oraz 4-7
listopada 2009 (zajmowata si¢ pomiarami dyspersji oraz dwéjtomnosci fazowej
i grupowej Swiattowoddw specjalnych),
v’ Laboratoire de Physique, Université de Bourgogne, Dijon, Francja,
27 listopada — 3 grudnia 2016 (zajmowata sie pomiarami generaciji superkontinuum
dla widkien krzemionkowych).

Kandydatka o$wiadczyta, ze od 2017 roku ograniczone byly mozliwosci odbycia stazy
dtugoterminowych w zwigzku z kontraktem w grancie TEAM-TECH oraz COVID-19.

Wazny podkreslenia jest fakt uczestnictwa w:

v XXVIII Konkursie im. Adama Smolinskiego (2019) — petnienie roli recenzenta
zgtoszonych do konkursu prac dyplomowych,

v' XXIX Konkursie im. Adama Smolinskiego (2020) — petnienie roli opiekuna
merytorycznego, wstgpna ocena zgtoszonych prac dyplomowych,

v Grupie Zdrowie, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - petnienie roli zastepcy
przewodniczacego grupy z IMiF, wstgpna ocena merytoryczna wnioskéw o
finansowanie badarn w ramach grantéw wewnetrznych sktadanych w kierunku
dziatalno$ci Sieci Zdrowie,

v' Programie Wyzwan tukasiewicza - Gospodarz Wyzwania zwigzanego z
akceleratorem ACTPHAST4R, przygotowanie tresci wyzwania, pomoc w
przygotowaniu wniosku o finansowanie.

Zaangazowanie w pracach naukowch w IMiF, WEITI PW oraz w FUW umozliwito
Habilitantce nawigzanie wspétpracy z wieloma zespotami badawczymi w kraju i za granicg,
oraz stworzyto mozliwosci w pozyskiwaniu funduszy na realizacje badari naukowych.

Kandydatka wspétpracowata z sektorem gospodarczym: — firma FIBRAIN z Rzeszowa,
dziatajagcg w zakresie produkcji wyspecjalizowanych $wiattowodow i komponentow
optycznych do zastosowan telekomunikacyjnych, jak réwniez czujnikéw Swiattowodowych,
oraz z firmg LEUKOS z Limoges we Francji, produkujgcg zrédta $wiatta, m. in.
superkontinuum.

Doktor Alicja Anuszkiewicz petnita role eksperta w projektach ACTPHAST4.0
i ACTPHAST4R.

Wraz z Zespotem prof. R. Buczyriskiego zostata Ona uhonorowana Ztotym Medalem za
“Nanostructured core optical fibre,” na Miedzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Wynalazkéw, IWIS2018.

Najwazniejszym wyréznieniem dr Alicji Anuszkiewicz jest uzyskanie zespotowej Nagrody
Ministra Edukacji i Nauki w roku 2021 za dziatalno$¢ naukowa za osiagniecie pt..
,Swiattowody nanostrukturaine — ksztattowanie wiasciwosci propagacyjnych poprzez
zastosowanie nanotechnologii”.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.pl 7



5. Wniosek koncowy

Analiza dorobku naukowego dr. inz. Alicji Anuszkiewicz, pozwala jednoznacznie stwierdzic,
ze osiggniecia Habilitantki, ze szczegéinym uwzglednieniem dorobku po uzyskaniu stopnia
doktora nauk fizycznych wskazujg na Jej znaczacy wkiad w rozwdj dyscypliny naukowej
automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Osiagniecie naukowe w postaci dzieta jednotematycznego cyklu publikacji pt. ,Metody
ksztaftowania wiasciwosci $wiattowodow i komponentéw optycznych’ oraz dorobek
publikacyjny, dydaktyczny i organizacyjny, a takze walory aplikacyjne jej prac spetniajg
wymagania okreslone w art. 219 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z dnia 1 marca 2021 r.). Dowodzg one witasciwego poziomu
Kandydata oraz odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia prac
naukowo — badawczych.

Wnosze o nadanie dr inz. Alicji Anuszkiewicz stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika

i elektrotechnika.

/

prof. dr hab. inz. Zbigniew Bielecki
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